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本国际公布：
- 包括国际检索报告(条约第 2 1条 (3)) 。

一种像素单元驱动 电路、像素单元和显示装置，其 中所述的像素单元驱动 电路包括：开关单元 （201 ) ，其
第一端与高电压信号端 （Vdd) 连接，第二端与发光器件 (OLED ) 连接，第三端与第一控制线 （CN1 ) 连接，
第四端与第二控制线 （CN2 ) 连接；驱动晶体管 （T 1) ，其漏极与所述开关单元 （201 ) 连接，源极与低 电压
信号端 (Vss ) 连接；电容存储单元 （202 ) ，其第一端与所述驱动晶体管 （T 1) 的栅极连接，第二端与所述驱
动晶体管 （T 1 ) 的源极连接，第三端与第二控制线 （CN2 ) 连接。通过开关单元 （201 ) 控制驱动 电流 1。 和
数据 电流 的大小及其通断，以使 电流缩放比 ta/ I。随着 I。 的变化而成相反趋势的变化，确保无论驱动电
流 I d大小，数据 电流 都能够快速对 电容存储单元快速充电。



像素单元驱动电路 、像素单元和显示装置

技术领域

本发 明涉及有机 电致发光装置的技术领域 ，具体地 ，涉及一种像素单元

驱动电路 、像素单元和显示装置。

背景技术

有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode , OLED) 显示器等 电致发

光显示装置与传统的液晶显示器的显示方式不同，OLED 显示器不需背光源，

因此 OLED 显示装置可以做得更轻、更薄，可视 角度更大，并且能够显著节

省 电能，所以，OLED 显示技术越来越多普及。

OLED 显示器包括驱动 电路和 OLED 发光器件等 ，通过驱动电路向发光

器件输 出电流以驱动发光器件发 出不同亮度的光。图 1 为现有技术中 OLED

显示器中的像素结构。如 图 1 所示，现有技术中 OLED 像素 包括第一信号线

CN1 、第二信号线 CN2 、驱动电路和 OLED 发光器件 ，其 中，驱动电路 包括

电容 Cst、驱动晶体管 T l 、第二 晶体管 Τ2、第三晶体管 Τ3 和第四晶体管 Τ4 ,

驱动晶体管 T 1 的栅极和源极之 间串联 电容 Cst, 驱动晶体管 T 1 的栅极和漏

极之 间串联第三晶体管 T3 和第四晶体管 T4, 驱动晶体管 T 1 的漏极与第二晶

体管 T2 的源极连接 ，第一信号线 CN1 分别连接第三晶体管 T3 的栅极和第四

晶体管 T4 的栅极 ，第二信号线 CN2 连接第二晶体管的栅极 T2。驱动电路接

收外部输入的数据 电流 l data , 数据 电流 I data将存储在 电容 Cst 中，电容 Cst 产

生驱动 OLED 发光的驱动 电流 I。led , 现有技术中的数据 电流 Idata等于驱动电流

I。ied。由于 OLED 发光时所需要 的驱动 电流 I。led 比较 小，因此数据 电流 Idata也

比较小，当电容 Cst 较 大时，较小的数据 电流 Idata 需较长的时间对 电容 Cst

充 电，在低数据 电流 Idata 的情况下，对 电容 Cst 充 电时间会很长，导致 OLED

显示器的刷新速度慢 。

发 明内容

为解决上述 问题 ，本发 明提供一种像素单元驱动电路 、像素单元和显示

装置，用于解决现有技术中像素单元刷新速度慢 的问题 。

为此，本发 明提供一种像素单元驱动 电路 ，其中，包括：



开关单元 ，其第一端与 高电压信号端连接 ，第二端与发光器件连接 ，第

三端与第一控制线连接 ，第四端与第二控制线连接 ；

驱动晶体管，其漏极与所述开关单元连接 ，源极与低 电压信号端连接 ；

电容存储单元 ，其第一端与所述驱动 晶体管的栅极连接 ，第二端与所述

驱动晶体管的源极连接 ，第三端与第二控制线连接 。

其 中，所述 电容存储单元 包括：第一 电容 、第二 电容和第五 晶体管；其

中

所述第一电容一端与所述驱动晶体管的栅极连接 ，另一端与所述驱动晶

体管的源极连接 ；

所述第二 电容的一端与所述驱动 晶体管的栅极连接 ，另一端与所述第五

晶体管的漏极连接 ；

所述第五 晶体管的栅极与所述第二控制线连接 ，源极与所述驱动晶体管

的源极连接 。

其 中，所述 电容存储单元 包括：第一 电容 、第二 电容和第五 晶体管；其

中

所述第一 电容一端与所述驱动晶体管的栅极连接 ，另一端与所述第二 电

容的一端连接 ；

所述第二 电容的另一端与所述驱动晶体管的源极连接 ；

所述第五 晶体管的漏极连接在所述第一 电容和第二 电容之 间，栅极与第

二控制线连接 ，源极与所述驱动晶体管的源极连接 。

其 中，所述开关单元 包括：第二 晶体管 、第四晶体管；

所述第二 晶体管的漏极与高电压信号端连接 ，栅极与第二控制线连接 ，

源极与所述驱动 晶体管的漏极连接 ；

所述第四晶体管的源极与所述驱动晶体管的栅极连接 ，栅极与第一控制

线连接 ，漏极与 高电压信号端连接 。

其 中，所述开关单元还 包括：

第三晶体管 ，其源极与所述驱动 晶体管漏极连接 ，漏极与高电压信号端

连接 ，栅极与第一控制线连接 。

其 中，所述驱动 晶体管 、第二 晶体管 、第三晶体管 、第四晶体管、第五

晶体管为 n 型薄膜 晶体管。

本发 明提供一种像素单元 ，其 中，包括 OLED 和上述任一像素单元驱动



电路 ，所述像素单元驱动 电路与所述 OLED 的阴极连接 , 所述 OLED 的阳极

与高电压信号端连接 。

本发 明提供一种显示装置，其 中，包括上述的像素单元 。

本发 明具有下述有益效果：

本发 明提供 的像素单元驱动 电路 ，通过开关单元控制驱动 电流 I。ied 和数

据 电流 I data 的大小以及其通断，以使 电流缩放 比 Idata/I。led 随着 I。led 的变化 而成

相反趋势的变化 ，确保无论驱动 电流 。led 大小，数据 电流 I data都能够快速对 电

容存储单元快速充电。

本发 明提供 的像素单元和显示装置，通过开关单元控制驱动 电流 I。led 和

数据 电流 I data 的大小以及其通断，以使 电流缩放 比 I data/I。ied 随着 I。led 的变化而

成相反趋势的变化 ，确保无论驱动 电流 。led 大小，数据 电流 I data都能够快速对

第一 电容快速充 电，提 高像素单元的刷新速度 ，有助于实现 高分辨率显示图

像 ，同时降低 电源在显示 高亮度 图像 时的功耗 ，而且还可以通过控制外部输

入 的数据 电流 1 的数值来控制驱动 电流 I。led ,从 而控制发光器件 的显示亮度 。

由于晶体管源极和漏极结构对称的特性 ，本发 明中有些情况下不严格 区

分源极和漏极 ，源极和漏极可以互换 。

附图说 明

图 1 为现有技术中 OLED 显示器中的像素结构；

图 为本发 明像素单元驱动 电路第一 实施例的结构示意 图；

图 3 为本发 明像素单元驱动 电路第二 实施例的结构示意 图；

图 4 为图 3 所示像素单元驱动 电路 的时序信号图；

图 5 为图 3 所示素单元驱动 电路在第一时序 阶段 的等效 电路 图；

图 6 为图 3 所示素单元驱动 电路在第二 时序 阶段 的等效 电路 图；

图 7 为本发 明像素单元驱动 电路第三 实施例的结构示意 图；以 及

图 8 为图 7 所示素单元驱动 电路在第二 时序 阶段 的等效 电路 图。

具体 实施方式

为使本领域的技术人 员更好地理解本发 明的技术方案 ，下面结合 附图对

本发 明提供 的像素单元驱动 电路 、像素单元和显示装置进行详 细描述 。



图 2 为本发 明像素单元驱动 电路第一 实施例的结构示意 图。如 图 2 所示，

本 实施例像素单元驱动 电路 包括开关单元 201、电容存储单元 202 和驱动 晶

体管 T 1 , 其 中，开关单元 201 的第一端与高电压信号端连接 ，开关单元 201

的第二端与发光器件连接 ，开关单元 201 的第三端与第一控制线 CN1 连接 ，

开关单元 201 的第四端与第二控制线 CN2 连接 ；电容存储单元 202 的第一端

与驱动晶体管 T 1 的栅极连接 ，电容存储单元 202 的第二端与驱动晶体管 T 1

的源极连接 ，电容存储单元 202 的第三端与第二控制线 CN2 连接 ；驱动晶体

管 T 1 的源极与开关单元 201 连接 ，驱动 晶体管 T 1 的源极与低 电压信号端 Vss

连接 。

第一控制线 CN1 向开关单元 201 输 出高电平控制信号，开关单元 201 导

通 ，通过第二控制线 CN2 分别向开关单元 201 和 电容存储单元 202 输 出低 电

平信号，电源的高电位 Vdd 输 出数据 电流 I data , 数据 电流 I data将存储在 电容存

储单元 202 中，存储在 电容存储单元 202 中的电量为 Q ; 驱动晶体管 T 1 的漏

极和源极之 间的电流为 Ids 1, 则 I data =I d s i , 此 时，驱动晶体管 Τ1 栅极和源极

之 间的电压 Vgs; 存储在 电容存储单元 202 中的电量为 Q ; 通过第一控制线

CN1 向开关单元 201 输 出低 电平控制信号，通过第二控制线 CN2 分别向开关

单元 201 和 电容存储单元 202 输 出高电平信号，电容存储单元 202 的电压将

降低 ，电源向 OLED 输 出驱动 电流 I。led , 此 时电容存储单元 202 的电压等于

驱动晶体管 T 1 的栅极和源极之 间的电压 V s, 电源向 OLED 输 出的驱动 电

流 I。led 等于流经驱动 晶体管的漏极和源极 电流 1^1 , 所以，数据 电流 Idata 小于

驱动 电流 I。led , 并且数据 电流 I data 的变化幅度要 小于驱动 电流 I。led 的变化幅度 ，

在 电流缩放 比 I data/I。i e d 随着 I。led 的变化 而成相反趋势的变化 的同时，无论驱动

电流 I。led 大小，数据 电流 I data都不会太小，确保数据 电流 I data都能够快速对 电

容存储单元快速充电。

图 3 为本发 明像素单元驱动 电路第二 实施例的结构示意 图。如 图 3 所示，

本 实施例像素单元驱动 电路 中的电容存储单元 包括第一 电容 Cstl 、第二 电容

Cst2 和第五 晶体管 T5; 其 中，第一 电容 Cstl 的一端与驱动 晶体管 T 1 的栅极

连接 ，第一 电容 Cstl 的另一端与驱动晶体管 T 1 的源极连接 ，第二 电容 Cst2

的一端与驱动晶体管 T 1 的栅极连接 ，第二 电容 Cst2 的另一端与第五 晶体管

T5 的漏极连接 ，第五 晶体管 T5 的栅极与第二控制线 CN2 连接 ，第五 晶体管

T5 的源极与驱动 晶体管 T 1 的源极连接 ；开关单元 包括第二 晶体管 T2 和第四



晶体管 T4 , 第二晶体管 Τ2 的漏极与高电压信号端 Vdd 连接 ，第二晶体管 T2

的栅极与第二控制线 CN2 连接 ，第二晶体管 T2 的源极与驱动晶体管 T 1 的漏

极连接 ，第四晶体管 T4 的漏极与驱动晶体管 T 1 的栅极连接 ，第四晶体管 T4

的栅极与第一控制线 CN1 连接 ，第四晶体管 T4 的漏极与高电压信号端 Vdd

连接 。

进一步的，本实施例像素单元驱动电路 中的开关单元还 包括：第三晶体

管 T3 , 第三晶体管 T3 的源极与驱动晶体管 T 1 的漏极连接 ，第三晶体管 T3

的漏极与高电压信号端 Vdd 连接 ，第三晶体管 T3 的栅极与第一控制线 CN1

连接 ，当第四晶体管 T4 的出现断路故障时，第一控制线 CN1 仍可通过第三

晶体管 T3 实现对开关单元 201 的控制，增强了开关单元的稳定性。

图 4 为图 3 所示像素单元驱动电路的时序信号图，图 5 为图 3 所示像素

单元驱动电路在第一时序阶段的等效电路 图，图 6 为图 3 所示像素单元驱动

电路在第二时序阶段的等效电路 图。如 图 4 所示，在第一时序阶段 ，通过第

一控制线 CN1 分别向第三晶体管 T3 的栅极和第四晶体管 T4 的栅极输 出高电

平控制信号，第三晶体管 T3 和第四晶体管 T4 导通；通过第二控制线分别向

第二晶体管 T2 的栅极和第五晶体管的栅极 T5 输 出低 电平控制信号，第二晶

体管和第五晶体管截止。第一时序阶段 中，驱动电路的等效电路如图 5 所示，

电源的高电位 Vdd 输 出数据 电流 Idata , 数据 电流 Idata将存储在第一电容 Cstl

中，同时，驱动晶体管 T 1处于饱和状态，驱动晶体管 T 1 的漏极和源极之 间

的电流为 Idsl , 则 Idata =I d s i , 此时，驱动晶体管 T l 栅极和源极之 间的电压

Vgs=Va-Vss, 其 中，Va 为 A 处的电平，Vss 为电源的低 电平。

第一时序阶段结束时，存储在第一电容 Cstl 中的电量为 Q , 第一电容

Cstl 的电压等于动晶体管 T 1栅极和源极之 间的电压 Vgs, 根据公式可得：

其中，驱动晶体管 T 1 源极和漏极之 间的电流 Idsl 如公式(2)所示

Ids = kl(V s - V h ) 2 (2)

由于 Idata = I dsl , 根据公式 (2) 可得公式 (3) , 公式 (3) 如下所示：

Adata = i dsl = ^ki(v s - v h ) 2 (3)

根据公式(1) 、公式(2) 和公式(3)可得公式(4), 公式(4)如下所示：



Idata = k l Vgs - Vt h ) 2 = -kl(-^ - Vt h ) 2 (4)

其 中 ，K l 为驱 动 晶体 管 的 电流参数 。

如 图 4、图 6 所 示 ，在 第二 时序 阶段 ，通 过 第一控 制 线 CN1 分 别 向第三

晶体 管 T3 的栅极 和 第 四 晶体 管 T4 的栅 极 输 出低 电平控 制信 号 ，使 第三 晶体

管 T3 和 第 四 晶体 管 T4 截 止 ；通 过 第二控 制 线分 别 向第二 晶体 管 T2 的栅极

和 第五 晶体 管 的栅极 T5 输 出高电平控 制信 号 ，使 第二 晶体 管和 第五 晶体 管导

通 。当第二 晶体 管 T2 导通 时 ，电源将 向 OLED 输 出电流 I。led , 电源向 OLED

输 出的驱 动 电流 I。led 等 于流经驱 动 晶体 管 T 1 的漏极 和 源极 电流 ； 当第五

晶体 管 T5 导 通 时 ，第一 电容 Cstl 和 第二 电容 Cst2 并联 ，该 并联 电路 连接 在

驱 动 晶体 管 T 1 的栅 极 和 源极之 间，此 时 ，存储 在 第一 电容 Cstl 中的 电量 Q

将在 第一 电容 Cstl 和 第二 电容 Cst2 之 间分 配 ，使 第一 电容 Cstl 和 第二 电容

Cst2 上 的 电压相 等 ，第一 电容 Cstl 和 第二 电容 Cst2 上 的 电压 等 于驱 动 晶体

管 T 1 的栅极 和 源极 之 间的 电压 g s , 其 中，驱 动 晶体 管 T 1 的栅极 和 源极之

间的 电压 如公 式 (5) 所 示 ：

V ' = _ _ (5)
s Cstl + Cst2 )

其 中，驱 动 晶体 管 T 1 源极 和 漏极之 间的 电流 如公 式 (6) 所 示 ：

由于 I ied= I dsi , 根 据 公 式 (6) 可得 公 式 (7), 公 式 (7) 如 下所示 ：

Ioied =

根据公 式 (5 ) 、公 式 (6) 和公 式 (7 )可得 公 式 (8), 公 式 (8) 如 下所 示 ：

Ioied = ^kl(V gs - Vt h ) 2 = -5- ~ - Vt h ) 2 (8)

根 据 公 式 (4 ； 和公 式 8 ) , 对 数 据 电流 I data 与驱 动 电流 I。led之 间的 电流缩放

比 Idata/ I led (9) 所 示 ：



，2
Cst2 V t h k l _ k l .Cst2V t h 2

Cstl ' 2 I Cst 2 ) ~ Cstl Cst2 v t h

k l Cst 2 -V h ( Cst l

2 V Cst l ) V CCsstt 22 V h k

根 据 公 式 (9) 可 知 ，电 流 缩 放 比 I data / I。ied 随 着 I。ied 的 变 化 而 成 相 反 趋 势 的 变

化 ， 当 需 要 较 大 的 驱 动 电 流 I。led 时 ， 电 流 缩 放 比 较 小 ， 因 此 降 低 了 电 源 在 显

示 高 亮 度 图 像 时 的 功 耗 ， 同 时 有 较 大 的 数 据 电 流 I data 来 对 第 一 电 容 Cstl 进 行

快 速 充 电 ； 当 需 要 较 小 的 驱 动 电 流 Ioled 时 ， 由 于 电 流 缩 放 比 较 大 ， 因 此 仍 然

可 以 维 持 一 个 相 对 较 大 的 数 据 电 流 I data 来 对 第 一 电 容 Cstl 充 电 ， 从 而 保 证 数

据 电 流 I data 对 第 一 电 容 Cstl 进 行 快 速 充 电 ， 提 高 像 素 单 元 的 刷 新 速 度 ， 有 助

于 实 现 高 分 辨 率 显 示 图 像 。

根 据 公 式 (9) 可 得 公 式 (10), 公 式 (10) 如 下 所 示 ：

" a - ； (10)

根 据 公 式 (10) 得 知 ，通 过 控 制 外 部 输 入 的 数 据 电 流 I data 的 数 值 来 控 制 驱 动

电 流 I。led , 从 而 可 以 精 确 控 制 发 光 器 件 的 显 示 亮 度 。

图 7 为 本 发 明 像 素 单 元 驱 动 电 路 第 三 实 施 例 的 结 构 示 意 图 。如 图 7 所 示 ，

本 实 施 例 中 ，存 储 单 元 包 括 第 一 电 容 Cstl 、 第 二 电 容 Cst2 和 第 五 晶 体 管 T 5 ,

开 关 单 元 包 括 第 二 晶 体 管 T 2 和 第 四 晶 体 管 T4; 其 中 ， 第 一 电 容 Cstl 的 一 端

与 驱 动 晶 体 管 T 1 的 栅 极 连 接 ， 第 一 电 容 Cstl 的 另 一 端 与 第 二 电 容 Cst2 的 一

端 连 接 ， 第 二 电 容 Cst2 的 另 一 端 与 驱 动 晶 体 管 T 1 的 源 极 连 接 ； 第 五 晶 体 管

T 5 的 漏 极 连 接 在 第 一 电 容 Cstl 和 第 二 电 容 Cst2 之 间 ，第 五 晶 体 管 T 5 的 栅 极

与 第 二 控 制 线 CN2 连 接 ，第 五 晶 体 管 T 5 的 源 极 与 驱 动 晶 体 管 T 1 的 源 极 连 接 ；

第 二 晶 体 管 T 2 的 源 极 与 高 电 压 信 号 端 Vdd 连 接 ，第 二 晶 体 管 T 2 的 栅 极 与 第

二 控 制 线 CN2 连 接 ，第 二 晶 体 管 T 2 的 源 极 与 驱 动 晶 体 管 T 1 的 漏 极 连 接 ，第

四 晶 体 管 T 4 的 源 极 与 驱 动 晶 体 管 T 1 的 栅 极 连 接 ， 第 四 晶 体 管 T 4 的 栅 极 与

第 一 控 制 线 CN1 连 接 ， 第 四 晶 体 管 T 4 的 漏 极 与 高 电 压 信 号 端 Vdd 连 接 。

进 一 步 的 ， 本 实 施 例 像 素 单 元 驱 动 电 路 中 ， 开 关 单 元 还 包 括 第 三 晶 体 管

T 3 , 第 三 晶 体 管 T 3 的 源 极 与 驱 动 晶 体 管 T 1 的 漏 极 连 接 ， 第 三 晶 体 管 T 3 的

漏 极 与 高 电 压 信 号 端 Vdd 连 接 ， 第 三 晶 体 管 T 3 的 栅 极 与 第 一 控 制 线 CN1 连



接。
在实际应用中，第二晶体管 T2、第三晶体管 Τ3 和第四晶体管 Τ4 的源极

和漏极的功能是相同的，所以，可以将上述晶体管的源极和漏极交换连接，

对驱动电路的作用是相同的。驱动晶体管 Tl 、第二晶体管 Τ2、第三晶体管

Τ3、第四晶体管 Τ4、第五晶体管 Τ5 为 η 型薄膜晶体管。

图 8 为图 7 所示像素单元驱动电路在图 4 所示第二时序阶段的等效电路

图。本实施例中，当向像素单元驱动电路中施加如图4 所示的时序信号，第

一时序阶段时像素单元驱动电路的等效电路如图 5 所示。第二时序阶段时像
素单元驱动电路的等效电路如图 8 所示，如图 8 所示，第一电容 Cstl 和第二

电容 Cst2 串联，第一电容 Cstl 上电量 Q将在第一电容 Cstl 和第二电容 Cst2

之间分配，使第一电容 Cstl 和第二电容 Cst2 上的电压相等，第一电容 Cstl

和第二电容 Cst2 上的电压等于驱动晶体管 T 1 的栅极和源极之间的电压 gs,

其中，驱动晶体管 T 1 的栅极和源极之间的电压 如公式(5)所示。因此，本

发明像素单元驱动电路第二实施例中，数据电流 Idata、驱动电流 I。led和电流缩

放比 Idata/Ided等电学参数与像素单元驱动电路第一实施例中公式(1)-(10)的运
算过程相同，在此不再赘述。

上述像素单元驱动电路实施例中，通过开关单元控制驱动电流 I。led和数
据电流 Idata 的大小以及其通断，以使电流缩放比 Idata/I。led 随着 I。led 的变化而成

相反趋势的变化，确保无论驱动电流 。led 大小，数据电流 Idata都能够快速对第

一电容快速充电，提高像素单元驱动电路的刷新速度，有助于实现高分辨率

显示图像，同时降低电源在显示高亮度图像时的功耗，而且还可以通过控制
外部输入的数据电流 Idata 的数值来控制驱动电流 I。led , 从而控制发光器件的显

示亮度。
本发明还提供一种像素单元，包括 OLED 发光器件和上述的任意一种像

素单元驱动电路，其中，所述像素单元驱动电路与 OLED 的阴极连接，OLED
的阳极与高电压信号端 Vdd 连接。

本发明还提供一种显示装置，其中，包括上述实施例中的像素单元。
可以理解的是，以上实施方式仅仅是为了说明本发明的原理而釆用的示

例性实施方式，然而本发明并不局限于此。对于本领域内的普通技术人员而

言，在不脱离本发明的精神和实质的情况下，可以做出各种变型和改进，这
些变型和改进也视为本发明的保护范围。
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权 利 要 求 书

1、一种像素单元驱动 电路 ，包括：

开关单元 ，其第一端与高电压信号端连接 ，第二端与发光器件连接 ，第

三端与第一控制线连接 ，第四端与第二控制线连接 ；

驱动晶体管，其漏极与所述开关单元连接 ，源极与低 电压信号端连接 ；

电容存储单元 ，其第一端与所述驱动 晶体管的栅极连接 ，第二端与所述

驱动晶体管的源极连接 ，第三端与第二控制线连接 。

2、 根据权利要求 1 所述的像素单元驱动 电路 ，所述 电容存储单元 包括 ：

第一 电容 、第二 电容和第五 晶体管；其 中

所述第一电容一端与所述驱动晶体管的栅极连接 ，另一端与所述驱动晶

体管的源极连接 ；

所述第二 电容的一端与所述驱动 晶体管的栅极连接 ，另一端与所述第五

晶体管的漏极连接 ；

所述第五 晶体管的栅极与所述第二控制线连接 ，源极与所述驱动 晶体管

的源极连接 。

3、根据权利要求 1 所述的像素单元驱动 电路 ，所述 电容存储单元 包括 ：

第一 电容 、第二 电容和第五 晶体管；其 中

所述第一 电容一端与所述驱动晶体管的栅极连接 ，另一端与所述第二 电

容的一端连接 ；

所述第二 电容的另一端与所述驱动晶体管的源极连接 ；

所述第五 晶体管的漏极连接在所述第一电容和第二 电容之 间，栅极与第

二控制线连接 ，源极与所述驱动晶体管的源极连接 。

4、根据权利要求 1 至 3 任一所述的像素单元驱动 电路 ，所述开关单元 包

括：第二 晶体管 、第四晶体管；

所述第二 晶体管的漏极与 高电压信号端连接 ，栅极与第二控制线连接 ，

源极与所述驱动 晶体管的漏极连接 ；

所述第四晶体管的源极与所述驱动晶体管的栅极连接 ，栅极与第一控制

线连接 ，漏极与 高电压信号端连接 。

5、根据权利要求 4 所述的像素单元驱动 电路 ，所述开关单元还 包括：

第三晶体管 ，其源极与所述驱动 晶体管漏极连接 ，漏极与高电压信号端



W O 2013/102416 PCT/CN2012/087715

连接 ，栅极与第一控制线连接 。

6、根据权利要求 5 所述的像素单元驱动电路，所述驱动晶体管、第二晶

体管、第三晶体管、第四晶体管、第五晶体管为 n 型薄膜晶体管。

7、一种像素单元，包括 OLED 和如权利要求 1 至 6 中任一权利要求所

述的像素单元驱动电路 ，所述像素单元驱动电路与所述 OLED 的阴极连接 ，

所述 OLED 的阳极与高电压信号端连接 。

8、一种显示装置，包括多个如权利要求 7 所述的像素单元。
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用的文件 （如具体说明的） 结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，

"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 要求保护的发明不具有创造性
"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 "&" 同族专利的文件
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